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  200MS/sجهت نرخ داده  Bit-12دار با دقت  بردار و نگه يك مدار نمونهطراحي 
  

)1(حميد محموديان
  )2(مهدي دولتشاهي - 

   ، اصفهان، ايرانموسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي اصفهان -كارشناس ارشد ) 1(

  ، اصفهان، ايرانآباد نجفدانشگاه آزاد اسلامي، آباد،  واحد نجفدانشكده مهندسي برق، الكترونيك، گروه  -) استاديار 2(

  

  25/4/1393 تايخ پذيرش:    10/4/1392 تاريخ دريافت:

 

ارائه گرديده است. در مدار پيشنهادي Ms/s 200 بيت براي نرخ داده  12دار تمام تفاضلي با دقت بردار و نگهدر اين مقاله، يك مدار نمونهخلاصه: 

از سيگنال ورودي  بردارينمونههاي بوت استرپ جهت افزايش ميزان ولتاژ عملكرد، ازسوئيچ اين مقاله به منظور افزايش خاصيت خطي و همچنين

يم استفاده گرديده است. همچنين به منظور جلوگيري از اثر بارگذاري طبقات بعدي بر روي مدار پيشنهادي از يك بافر خروجي با بهره قابل تنظ

 CMOS-0.35umكنولوژي با استفاده از ت Hspiceجهت افزايش خاصيت خطي استفاده گرديده است. عملكرد مدار پيشنهادي توسط نرم افزار 

  كند. خروجي تصديق مي در بيت 12 دقت با 200Ms/s داده نرخ جهت را مدار مناسب عملكرد سازي، شبيه نتايج كه است گرفته قرار سازي مورد شبيه

    

  دار، تزريق بار، سوئيچ بوت استرپ.بردار و نگهنمونهكلمات كليدي: 

  

  مقدمه - 1

بردار و )، يك مدار نمونهADCهاي آنالوگ به ديجيتال (اكثر مبدل

گيرند كه بايستي سرعت كار ميرا در ابتداي تبديل به) S/Hدار (نگه

توان كم فراهم آورد. در بالا، خطي بودن بالا و دقت مطلوب را با مصرف 

باشد. گيري آنالوگ مشكل ميهاي با ولتاژ تغذيه كوچك، نمونهسيستم

زيرا سقف ولتاژ محدود شده، تضاد بين رنج ديناميك، خطي بودن، 

كند. بنابراين بحث بهبود توان، سرعت و مصرف توان را تشديد مي

اين  سرعت و دقت بالا براي اين مدارات مسئله اساسي است كه در

ها بخصوص در مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است. اين محدوديت

به خاطر كاهش ولتاژ تغذيه شديدتر  CMOSهاي جديدتر تكنولوژي

باز عمل پرسرعت در ساختارهاي حلقه  S/Hمدارهاي .گرددمي

سازي  پياده CMOSكه اين مدارها در تكنولوژي كنند، ولي هنگامي مي

با ساختار حلقه بسته  S/Hمدارهاي  است. شوند، دقت آنها كممي

بالا  بهرهتوانند رزولوشن بالا فراهم آورند اما نياز به بلوك مداري با  مي

  كند.مي امپ، سرعت مدار را محدودپآمانند 

طور واضح از پهناي باند محدود ناشي از  از آنجاكه بافرهاي با فيدبك به

اين كار تنها بافرهاي حلقه برند، در كننده رنج ميسازي تقويتجبران

عموماً فاقد يك بافر  CMOSتكنولوژي  باز در نظر گرفته شده است.

باشد. بافر فالوور در تكنولوژي دوقطبي مي- حلقه باز ساده مانند اميتر

انداز به فالوور ساده از مدولاسيون طول كانال ترانزيستور راه- سورس

برد. بنابراين يك بافر منبع اصلي اعوجاج هارمونيكي رنج مي عنوان

  تري را نشان دهد، پيشنهاد شده است.يافته ساده كه خطي بودن بهبود

دار بردار و نگهي فاكتورهاي مهم عملكرد مدار نمونهدر ميان همه

CMOS  .با دقت بالا به تزريق بار و اثر مستقيم كلاك وابسته است

شده است. اين براي غلبه بر اين مشكل پيشنهاد  هاي متعدديحلراه

مجازي  MOSبار با استفاده از ترانزيستور ها شامل حذف تكنيك

)dummy] (1،2سازي ]، حذف آفست با اضافه كردن يك شبكه جبران

]، استفاده از ساختار حلقه بسته، ساختار تفاضلي، استفاده از خازن 3[

سوئيچ شده امپ پآدار بر پايه بردار و نگهنمونه داري ميلري و مدارنگه

  ].4- 1باشد [مي

روند، كار مي هاي اشاره شده فوق در عمل بهكه تكنيكبا وجود اين

ها تضادي را بين سرعت، مصرف بايستي توجه داشت كه اين تكنيك

كنند. از سوي ديگر، با استفاده از يك توان و پيچيدگي طرح وارد مي

دو  S/Hبرداري در مدار به عنوان يك سوئيچ نمونه NMOSسوئيچ 

وابسته به سيگنال ورودي  Ronوجود خواهد آمد. مقاومت ه محدوديت ب

و تزريق بار وابسته به ورودي كه هر دو منجر به اعوجاج غيرخطي 

به  Ronشوند. براي كاهش وابستگي مقاومت روشن بودن سيگنال مي

راني هاي بوت استرپ در نقاط بحسيگنال ورودي و تزريق بار، سوئيچ

هاي بوت استرپ حقيقت سوئيچ شوند. دراستفاده مي S/Hمدار 

هاي سورس سوئيچ- داشتن ولتاژ گيتوسيله نگهاعوجاج سيگنال را به

 .]8[ دهندبرداري مستقل از سطوح سيگنال ورودي كاهش مينمونه

طور وسيعي براي عملكرد ريل  استرپ به هاي آنالوگبوتسوئيچ بنابراين

شوند. اين مدارات يك در مدارات با ولتاژ كم استفاده ميتا ريل سوئيچ 

تزريق بار ثابت را در رنج كامل ولتاژ تغذيه در ازاي اثر مستقيم كلاك 

  دهند.وابسته به ورودي نشان مي
  

  dolatshahi@iaun.ac.irآباد،  واحد نجف ،دانشگاه آزاد اسلامي ،مهدي دولتشاهي :نويسنده مسئول
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  دار پيشنهادينگه - بردارمدار نمونه - 2

دهد كه استفاده از ساختار حلقه باز، هاي به عمل آمده نشان ميبررسي

و فركانس  200MS/sبرداري براي عملكرد مدار در فركانس نمونه

باشد.استفاده همزمان تري كار منطقيورودي بالا (نرخ نايكوئيست) راه

تا حد قابل قبولي  bottom plateو  dummyسوئيچ  روشاز دو 

   تواند خطاي ايجاد شده ناشي از تزريق بار سوئيچ را كاهش دهد مي

. ليكن اين ساختار هنوز هم از خطاي تزريق بار و همچنين ]7- 5و  2[

اعوجاج برد كه عامل اصلي ايجاد وابسته به ورودي رنج مي Ronمقاومت 

  هارمونيكي در خروجي است.

بهترين تكنيك براي كاهش خطاهاي فوق استفاده از تكنيك بوت 

ترين مدار ) ساده1باشد. شكل (هاي اصلي مدار مياسترپ براي سوئيچ

S/H سازي است نشان را كه با توجه به مطالب ياد شده قابل پياده

  دهد. مي
  

  
  ]2[ براي حذف خطاهاي پايه S/Hمدار ساده  ):1شكل (

Fig. (1): Simple S/H circuit to eliminate basic errors 

 

به منظور حذف خطاهاي آفست ناشي از اثر مستقيم كلاك و تزريق بار 

توان مي اين صورتبهترين روش استفاده از ساختار تفاضلي است. در 

در و  Bottom plateستورهاي يبراي حذف عدم تطابق بين ترانز

) استفاده نمود. در 2حقيقت بهبود در عملكرد، از مداري همانند شكل (

بسته هستند و بافر،  M2 و M0 ،M1 طول حالت نمونه برداري

برداري شارژ هاي نمونهكه خازن هاي تفاضلي را در حالي ورودي

شود و باز مي M0 داري ابتداي نگهكند. در لحظهشوند، دنبال مي مي

شوند. اين مطلب باز مي M1 و M2كاملاً باز شد،  M0پس از اينكه 

  كند. گيري صحيح را تضمين مينمونه

  
  دار پيشنهاديبردار و نگهساختار كلي مدار نمونه ):2شكل (

Fig. (2): Proposed Sample-and-Hold circuit 

  

دهد. گيري شده را نشان مينتيجه S/H) شماتيك كامل مدار 3شكل (

در بافرهاي  NMOS شود ترانزيستورهايمشاهده ميطوركه همان

ها به اعوجاج اند تا بتوان به كمك آنكار رفتهمشترك به- سورس

 براي تنظيم Mcom2و  Mcom1هاي هارمونيكي كمتر دست يافت. سوئيچ

 و Md1 هاي و سوئيچ شده استفاده Mbp گيرينمونه سوئيچ كاري ولتاژ

Md2 هاي وروديسوئيچسازي تزريق بار  براي جبران Mbs1 و Mbs2 به 

عمل  Mbs2 و Mbs1گيت پس از  تأخير با يك Md2و  Md1روند. مي كار

بسته  Mcom2 و Mbp ،Mcom1كنند، بايستي توجه داشت كه وقتي مي

هاي ورودي جريان داري با مقدارهاي نگهطور كه خازنهستند، همان

كنند. مي را دنبال هاها وروديمشترك-شوند، سورستفاضلي شارژ مي

شوند به ترتيب باز مي Mcom2 و Mbp، Mcom1كه  بنابراين هنگامي

هاي ها خازن) سورس مشتركMbpو سپس  Mcom2 و Mcom1(ابتدا 

كنند كه نياز به هر زمان ها درايو ميبار را تقريباً با مقدار نهايي آن

  كند.مي برداري به طور كامل برطرفاي را براي گذر از نمونهاضافه

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  پيشنهادي S/H): شماتيك كامل مدار 3شكل (

Fig. (3): Circuit schematic of the proposed S/H 
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  مدار سوئيچ بوت استرپ - 3

سوئيچ  Ronمقاومت  وابستگي توانندمي معمول ساختارهاي بوت استرپ

داشتن ولتاژ و همچنين تزريق بار وابسته به ورودي مدار را با ثابت نگه

]. ساختار مدار ساده بوت 11سورس سوئيچ به حداقل برسانند [-گيت

استرپ استفاده شده در اين طرح براي حذف تزريق بار و همچنين رفع 

به  Mbs2 و Mbs1 هايوابستگي مقاومت حالت روشن بودن سوئيچ

تواند ضمن داشتن كارآيي مطلوب بدليل استفاده از سيگنال ورودي مي

تعداد كمتري از ترانزيستورها توان مصرفي كمتري را به مدار تحميل 

  ) نشان داده شده است.4كند. اين ساختار در شكل (

پايين  CLK3) به اين صورت است كه وقتي كه 4عملكرد مدار شكل (

تا Cbsروشن هستند و  MbSS2و  MbSS1باشد، ترانزيستورهاي 

 Mbsروشن بوده و گيت  Mbss4گردد. همچنين شارژمي Vdd مقدار

  خاموش خواهد بود.  Mbsرا به زمين وصل كرده و نتيجتاً 

روشن شده و از  Mbss3برود  Highبه وضعيت  CLK3وقتي كه 

  شود.متصل مي Cbsبه خازن  Vin ولتاژ Mbss5طريق 

خواهد بود. اين ولتاژ  Vin+Vddبرابر  Cbsبنابراين ولتاژ روي خازن 

طور كه در خواهد بود و در نتيجه همان Mbsهمچنين ولتاژ گيت 

ثابت مانده و  Mbsترانزيستور  Vgs ) نشان داده شده است5شكل (

  خواهد بود. Vinمستقل از ولتاژ ورودي 
 

Cbs

Mbss3CLK3b

IN

Mbs

Mbss2 Mbss1

Mbss5

Mbss4

CLK3 CLK3b

CLK3b

Vdd

Botstrapped 

Switch

Botstrapped 

Circuit  
  ): مدار ساختار بوت استرپ پيشنهادي4شكل (

Fig. (4): Proposed bootstrapped switch 

 

  
  ): ولتاژ گيت سوئيچ بوت استرپ به همراه ورودي5شكل (

Fig. (5): Input signal Vs Gate signal of the bootstrapped switch 

  ساختار بافر -4

- دقت مدار نمونه-سرعتهستند و  S/Hبافرها يك بلوك اصلي مدارات 

كنند. بافرهاي معمولي براي اين منظور از دار را تعيين ميبردار و نگه

سازي كنند كه شديداً پهناي باند (ناشي از جبرانفيدبك استفاده مي

تقويت كننده) و خطي بودن مدار را (حتي در رنج فركانسي متوسط) 

حلقه باز نظير رسد بافرهاي رو به نظر ميكنند. از اينمحدود مي

-بنابراين يك تقويت كننده سورس ساز باشند.فالوور چاره- سورس

يابي به سوئينگ وسيع در خروجي تواند به منظور دست مشترك مي

  ) نشان داده شده است استفاده شود.6طور كه در شكل (همان

  

Outb

Vdd

Mb1

Mb2

In

  
  واحد بهرهعنوان بافر به مشترك با بار ديودي- ): تقويت كننده سورس6شكل (

Fig. (6): Unity gain, diode active load, common source 

amplifier as a buffer 
  

مزاياي استفاده از اين مدار به عنوان بافر داشتن توان مصرفي كم، 

 بهرهتنظيم و تغيير آفست مستقل از  سوئينگ خروجي وسيع،گين قابل

به همراه  S/Hسازي مدار نتايج شبيهبعدي هاي . در بخش]13[ است

  شود. فوق به عنوان بافر خروجي توضيح داده مي مشترك - مدار سورس
  

  نتايج و بحث -5

بودن مدار براي مدار پيشنهادي، بهبود خطي THD سازينتايج شبيه

را براي  S/H )، خروجي مدار7سازد. شكل (را آشكار مي 2Pf بار خازني

-در فركانس نمونه 1.6Vp-p دامنهو  MHz 98ورودي با فركانس 

  دهد. نشان مي 200MS/s برداري

و  MHz 98 براي ورودي با فركانس S/H، خروجي مدار )8شكل (

ي را در بازه 200MS/s برداريدر فركانس نمونه 1.6Vp-p دامنه

  دهد.نانو ثانيه نشان مي 100تا  50زماني 
 

  
  زمانصورت تفاضلي بر حسب ه خروجي مدار ب): 7شكل (

Fig. (7): Differential output of the proposed circuit 
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 50تفاضلي بر حسب زمان در فاصله زماني  به صورتخروجي مدار ): 8شكل (

  نانو ثانيه 100تا 
Fig. (8): Transient simulation result of the circuit 

 

Table (1): Circuit performance parameters in different 

technology corners 

  مختلف هاي در گوشهتحليل پارامترهاي مدار  ):1( جدول

T© VDD  SNDR(dB)  SNR(dB)  THD(dB)  FFT(dB)    

25 3.3v  71.33  72.67  -77.09  -82  TT  
25 3.3v  62.56  71.48  -63.16  -63.3  SF  
25 3v  69.81  72.3  -73.42  -75.32  SF  
25 3.3v  63.57  73.95  63.57  -63.65  FS  
25 3.6v 70.13 72.49 -73.9 -76.2 FS 

0 3.6v 69.35 72.55 -72.17 -72.7 FF 

100 3v 70.06  74.12 -72.33 -74.7 FF 

  
Table (2): Circuit Performances for a 1.6Vp-p input signal 

  1.6Vp-pرا براي ورودي  S/H): نتايج خروجي مدار 2جدول (

SNDR(dB)  SNR(dB)  THD(dB)  FFT(dB)  fin(Mhz)  
70.9  72.61  -75.71  -81.57  49.6  
71.8  73.3  -77.2  -81.9  23.8  
71.6  73.9  -75.3  -77.7  12.1  
71.4  73.8  -75.2  -77.2  6.6  

 

براي ورودي با ، S/Hخروجي مدار FFT )، تبديل فوريه 1در جدول (

برداري در فركانس نمونه 1.6Vp-pو دامنه  98MHzفركانس 

200MS/s 2 هاي مختلف پروسه براي بار خازني در گوشهpf نشان

  داده شده است.

هايي با فركانس متفاوت، به منظور ارزيابي عملكرد مدار در ورودي

پيشنهاد شده را براي چهار حالت مختلف بررسي  S/Hتوان مدار  مي

شود نتايج حاصل، صحت عملكرد مدار را نمود. همانطور كه مشاهده مي

  دهد. ورودي مختلف نشان ميهاي به ازاي فركانس

را براي ورودي  S/H خروجي مدار FFT )، تبديل فوريه2( جدول

1.6Vp-p 200 برداريو نرخ نمونهMS/s مختلف در فركانس ورودي

  دهد. نشان مي
  

  نتايج آزمايش بافر - 6

طور كه قبلاً اشاره شد از بافر خروجي به منظور جلوگيري از همان

 S/Hدار بر مدار بردار و نگهمدار نمونهبارگذاري طبقات خروجي 

به همراه بافر طراحي شده  S/Hشود. بنابراين خروجي مدار استفاده مي

بايستي با تغيير مقدار ظرفيت خازن بار، كمترين تغييرات را داشته 

) خروجي با THDباشد. به عبارت ديگر مجموع اعوجاج هارمونيكي (

گيري نداشته باشد. براي ش چشمتغيير مقدار ظرفيت خازن بار، افزاي

توان خروجي مدار را به ازاي تغيير خازن بار از ميزان  اين منظور مي

0.2pf  2تاpf دست آورد.ه ب  

گردد كه اعوجاج )، مشاهده مي3با توجه به نتايج ارائه شده در جدول (

برابر)،  10) با تغيير مقدار خازن بار (در رنج THDهارمونيكي كل (

يار اندكي دارد كه اين مطلب يكي از دستاوردهاي مهم تغييرات بس

  باشد.مدار پيشنهادي مي
 

Table (3): Circuit performances for different capacitive loads 

  نتايج خروجي مدار به ازاي بارهاي خازني مختلف ):3( جدول

SNDR(dB)  SNR(dB)  THD(dB)  FFT(dB)  CL(pf)  
71.4  72.6  -77.6  -83  0.2  
71.4  72.7  -77.4  -82  0.8  
72.2  72.4  -77.4  -82.5  1.2  
71.3  72.6  -77.3  -82.3  1.8  

71.33 72.67 -77.09 -82 2pf  
 

  تحليل مدار به ازاي خازن سوئيچ شده -7

و بررسي اثر  S/Hبه منظور آزمون بافر پيشنهادي براي مدار 

طراحي شده در يك  S/Hسوئيچينگ طبقات متصل شده به مدار 

سازي شده ) شبيه9)، مدار شكل (ADCآنالوگ به ديجيتال (مبدل 

صورت ثابت در  را به CL1=0.8 pF است. به اين صورت كه بار خازني

توسط ترانزيستور  CL2=1.2 pF خازن و داده قرار خروجي مدار

Mswitch با فركانس كلاكي برابر با 
sf41  در طول عملكرد مدار به

) ارائه 10( شود كه نتايج حاصل از آن در شكلبار ميخروجي مدار 

  گرديده است.

گردد كه خروجي مدار و مقايسه آن مشاهده مي FFTبا در نظر گرفتن 

THD دهد كه بافر مدار تغيير چنداني نداشته و اين موضوع نشان مي

پيشنهادي توانسته است مدار طراحي شده را به ميزان قابل قبولي از 

و تغيير بار خازني ناشي از  ADCاثر سوئيچينگ طبقات بعدي مبدل 

آن ايزوله كند و درنتيجه نسبت به عملكرد مدار طراحي شده در 

  اطمينان حاصل گردد. ADCساختار 
  

  
ي و بررسي اثر تغييرات بار خازني ): طيف فركانسي سيگنال خروج10شكل (

  ADCناشي از سوئيچينگ طبقات خروجي 
Fig. (10): Frequency spectrum analysis of the output signal for 

different switching capacitive loads 
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  ): بررسي اثر سوئيچينگ طبقات متصل شده به مدار9شكل (

Fig. (9): Analysis of switching effects of load stages connected to the circuit 

  

  بررسي بهره و پهناي باند بافر پيشنهادي - 8

مشترك پيشنهاد شده در اين - طور كه اشاره شد، بافر سورسهمان

فركانسي مناسبي دليل ساختار بسيار ساده خود داراي پاسخ پروژه به

  دهد.) بهره و پهناي باند بافر پيشنهادي را نشان مي11باشد. شكل (مي

با استفاده از مدار  S/Hاز مزاياي ديگر اين بافر قابليت تنظيم بهره مدار 

را به ازاي از  S/Hتواند بهره مدار باشد كه مي) مي12پيشنهادي شكل (

افزايش داد كه  3/0تا  2/0به ميزان  THDدست دادن چند دسيبل از 

ها در  تواند در بسياري از كاربردها مانند تنظيم خطاي بهره كانالمي

توان  بيت مي 3بسيار مفيد باشد. در اين روش با اعمال  ADCمبدل 

  حالت مختلف تغيير داد. 8مدار را در  بهره

) مقدار آفست شكل موج 13توان با استفاده از مدار شكل (همچنين مي

  تنظيم نمود.صورت مستقل از تغيير بهره مدار را به S/Hار خروجي مد

  

  
  ): خروجي بافر پيشنهادي بر حسب فركانس11شكل (

Fig. (11): Frequency response of the output buffer 

  

Outb

Vdd

IN
Mb21

Mb22

Buffer 

Circuit

Mgain1

bit1

Mgain2 Mgain3

bit2 bit3

W 1/2W 1/4W 1/8W

  
  بافر بهره): مدار پيشنهادي به منظور تغيير 12شكل (

Fig. (12): Proposed buffer gain control circuit 

  

  
  ): مدار پيشنهادي به منظور تنظيم آفست مدار13شكل (

Fig. (13): Proposed offset control circuit 
  

  بررسي اثر نويز در بافر پيشنهادي - 9

را با كيفيت  تواند آننويز كمترين سطح سيگنالي را كه يك مدار مي

نويز مربوط به ورودي نشان كند. قابل قبول پردازش كند، محدود مي

دهد كه چقدر سيگنال ورودي توسط نويز مدار مغشوش شده است. مي

تواند كوچك باشد كه هنوز مدار بتواند به عبارت ديگر ورودي چقدر مي

  قابل قبول آشكار كند.  SNRآن را با 

دهد كه اگر يك خازن از طريق مقاومت شارژ شود، مطالعات نشان مي

 ويز به اندازهن RMSكل ولتاژ 
C

KT بنابراين 2يابد [افزايش مي .[

آيد. همچنين مقاومت بردار پيش مياثر مشابهي نيز در مدارهاي نمونه

كند به ) در خروجي نويز حرارتي ايجاد ميRonحالت روشن كليد (

اي شود، اين نويز همراه مقدار لحظهكه وقتي كليد خاموش ميطوري

  شود.ورودي در خازن ذخيره ميسيگنال 
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مشكل نويز 
C

KT  در كاربردهاي بسيار دقيق عملكرد مدار را

بردار به كند. براي اينكه نويز پايين باشد بايد خازن نمونهمحدود مي

اندازه كافي بزرگ باشد و اين خود باعث كاهش سرعت و جريان 

  شود.كشيدن از مدارهاي ديگر مي

نويز  Hspiceافزار ظور بررسي اثر نويز بر بافر پيشنهادي توسط نرممنبه

دست آورده ه گيگاهرتز ب 10تا  1مربوط به ورودي مدار را در فركانس 

و با اعمال مقادير نويز با فركانس مشخص و فاز تصادفي به ورودي بافر 

  ) حاصل گرديد.14خروجي بافر مطابق شكل ( SNRپيشنهادي، مقدار 
  

  
  خروجي مدار به ازاي ورودي نويز FFT): 14(شكل 

Fig. (14): Output noise performance of the proposed circuit 

  

  است. گرديده ارائه )،4( جدول در پيشنهادي كلي مدار عملكرد نهايت در

در آخر نتايج حاصله از اين كار با مراجع اخير مقايسه شده و نقاط 

  ) قابل مشاهده است. 5ضعف و قوت آن در جدول (

هاي ديگر، مؤيد آمده توسط اين تكنيك با روش به دستمقايسة نتايج 

توان به عنوان پيشنهاد براي كارهاي آينده ميباشد.كارايي خوب آن مي

و در حقيقت افزايش دقت  THDبه استفاده از تكنيكي براي بهبود 

-داشتن گين متغير بدون از دست دادن ميزان خطي مدار و همچنين

  بودن مدار در اين ساختار اشاره كرد.

  
Table (4): Performance of the proposed S/H circuit 

 S/Hاي از عملكرد مدار خلاصه ):4( جدول

0.35 µm CMOS Process 

200 MS/s Sampling frequency  

98 MHz  Input signal frequency  

2pf  Load capacitance 

-77db THD 

-71db  SNDR 

3.3v  Power Supply 

27mw Power consumption 

  

  گيري نتيجه -10

با سرعت بالا و درجه خطي بودن  S/HCMOSدر اين مقاله يك مدار 

سازي طراحي و بهينه 35/0بيت) در پروسه  12مطلوب (نزديك به 

پيشنهادي در سرعت  S/Hدليل ساختار حلقه باز، مدار شده است. به

خاطر بافر ساده و نسبتاَ خطي كه ه همچنين ب كند.بسيار بالا عمل مي

مدار نسبت به تر اين در اين طرح استفاده شده است، عملكرد خطي

هاي قبلي فراهم شده است. استفاده از سوئيچ بوت استرپ به  نمونه

نيز خطاهاي وابسته به سيگنال ورودي را كه  dummyهمراه سوئيچ 

شود، تا حد مطلوبي برطرف منجر به ايجاد اعوجاج خروجي مدار مي

كرده است. ضمن اينكه با استفاده از ساختار تفاضلي هرگونه خطاي 

شود حذف شده و بنابراين ميزان منجر به آفست خروجي مي خطي كه

استفاده از  دار افزايش يافته است.بردار و نگهخطي بودن مدار نمونه

، امكان داشتن S/Hساختار بافر پيشنهادي به عنوان طبقه نهايي مدار 

قابل تنظيم، آفست متغير و بهره دار با بردار و نگهيك مدار نمونه

، پهناي باند مطلوب، توان مصرفي كم و نهايتاً بهرهرات مستقل از تغيي

  آورد.عملكردي مستقل از تغييرات خازن بار را فراهم مي
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Table (5): Performance comparison of the proposed circuit and other designs 

 هاي ديگراين تكنيك با روشدست آمده توسط ه مقايسة نتايج ب ):5( جدول

This work  [14]  [9]  [12] [10] design 

0.35-µm 0.8-µm 0.35-µm 0.35-µm 0.35-µm Technology 

200 MHz 103 MHz 250 MHz 185 MHz 50 MHz Sampling rate 

1.6 Vpp 1.4 Vpp 1.8 Vpp 1Vpp 0.8 Vpp Full-scale input rang 

-75@98MHz -61@20MHz -69@85MHz -63@45MHz -54@5MHz THD 

3.3 6 3 3.3v 1.5v Suplly voltage 

12 10 11 10 9 ENOB(bit) 

27mw 18mw 20mw 70mw 2.6mw Power consumption 

23.295 10−

×  
11.706 10−

×  
23.9 10−

×  
13.695 10−

×  
11.015 10−

×  FOM (µW/MHz) 
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